
第1回　IC出力バッファから後段のIC入力バッファまでを等価回路にする（2024年6月号）
第2回　「出力バッファのウソ」ドライブ能力の現実（2024年7月号）
第3回　ノイズの発生源…ディジタルICの 「貫通電流」 の回路メカニズム（2024年8月号）

図1　IBISモデルで定義されている要素
IBIS規格の仕様書．
https://ibis.org/cookbook/cookbook－v4.pdf

IBISモデルの構造のほぼすべてと言っても過言ではないくらい
のキモとなる図．トランジスタをPullup，Pulldownと呼んだり
ダイオードをClampと呼んだりしているが，単なる決めごとな
ので，この図と照らし合わせて把握できればよい 図2　IBISモデルから読み取りたいのは3要素
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　前回はシミュレーション・モデルとしてのIBIS
モデルの位置づけを説明しました．今回は，その中
身や理法方法を説明していきます．
　まず，一番キモとなるIBISモデルの概要を図1
に示します．
　この図にある要素1つ1つの意味と，それがIBIS
モデルのどこにどのような形で書かれているかを知
ることができればほぼOKです．例えばNチャネル・
トランジスタのことをPulldownというなじみがない
名称で呼んでいますが，名前が違うだけです．図を
見て対応がわかれば，理解に困ることはないはずです．

I/O信号モデルIBISから
まず読み取るべき3つの要素

　IBISモデルの情報を元にSPICEシミュレーション
するとしたら，絶対に知るべきは，図2に示したドラ
イブ抵抗，スルーレート，LSIのI/Oセル周りの寄生
成分（ L, C ）という3要素です．

　IBISモデルには，それ以外の情報もあれこれ書か
れていますが，ハードウェア設計者であれば，この3
つだけでほとんどの場合は不足しないハズです．以下，
この3つの読み取り方を説明していきます．

● 要素①…ドライブ能力を［Pullup］［Pulldown］の特
性を表わす数表から読み取る
　ドライブ能力（ドライブ抵抗）は，信号シミュレーシ
ョンをするうえで一番のキモです．
　IBISモデルの中身はテキストで記述されたデータ
で，トランジスタの特性は IDS−VDSカーブが数字の表
で書かれています．それをグラフにすると図3のよう
な感じです．
　実際のIBISモデル内の数字からグラフを書いてみ
ると，「なんだこれ」と思うかもしれません．なじみ
のない範囲まで記述されていて，見慣れたトランジス
タの特性とはわかりづらくなっているだけです．

後述しますが，この数表から適切な行を選んで電圧
と電流の関係を読み取り，抵抗値を計算します．

● 要素②…スルーレートを［Ramp］の項目から読み取る
スルーレートは［Ramp］という項目に書かれていま
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